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１．概要（Summary）
Si 素子、SiC 素子以外の半導体素子においては信頼性

に定評がある熱酸化膜を形成する事が出来ないのでその

ゲート絶縁膜には原子層堆積(ALD, atomic layer 
deposition)Al2O3 膜が有望である[1]。その実用化に向

け、解決すべき課題の一つにバイアス不安定性(BI,bias 
instability)がある。これは、電圧ストレスにより Al2O3 膜

が帯電し、 その結果フラットバンド電圧(Vfb)すなわち閾

値電圧が変動するという問題である。そこで、BI 低減に

向け Al2O3 膜形成後熱処理(PDA, post deposition 
anneal)の効果を検討した。

２．実験（Experimental）
【利用した主な装置】

・高性能半導体デバイス・アナライザ（B1500A）

・高耐圧プロ－バ

・アトミックレイヤーデポジション(ALD)装置

・高性能分光膜厚測定装置

・イオンビームスパッタ装置

【実験方法】

(1)n 型(001)Si 基板上にトリメチルアルミニウム及び

H2O を使用した ALD 法により 450°C にて Al2O3 膜

を 32nm 形成した。その後、所定温度の 4%H2/Ar 雰囲

気中において 30 分間 PDA を施し、最後に開孔するシャ

ドーマスクを用いた抵抗加熱蒸着法により Al 電極を形成

した。

(2)半導体デバイス・アナライザでリーク電流を測定しなが

らゲート電極に正の一定電圧を所定の時間印加した後に

容量-電圧特性を測定するという操作を反復し、解析を行

なった。ここで、上記ゲート電圧は Al2O3膜中の酸化膜換

算電界強度が４MV/cm となるように調整した。

Fig. 1 Flat band voltage shift by annealing.

３．結果と考察（Results and Discussion）
Fig. 1 より PDA 温度としては 750℃付近が最適な温

度ということがわかる。780℃以上になるとＶｆｂ変動量が大

きく増加する。Al2O3膜が 780℃ 以上において結晶化

することを X 線回折測定により確認しており上記Ｖｆｂ変動

量の増加はこの結晶化によるものだと考える。
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